Emetteur
80 metres
a Fet

Cet émetteur peu coliteux est
constitué par un oscillateur 3
quartz sur lequel s’opére la mani-
pulation, suivi d'un étage amplifi-
cateur final & haut rendement.

La capacité Ciss de |'étage de
sortie (700 a 1 200 F). Contri-
bue & la réaction de V'étage oscil-
lateur qui ne peut fonctionner en
I'absence de Q2.

Le transistor Q1 a suffisamment
de gain pour commander le tran-
sistor Q2 avec un cycle de
commutation de 50 %. L'étage
de sortie a ainsi un rendement de
84 % contrairement aux 50 %
habituels en classe C. Lorsque Q2
se bloque, le courant dans |'in-
ductance L3 entraine fa tension
de drain a une valeur bien supé-
rieure {limitée & 100 V par la
diode zener} aux 24 V de I|'ali-
mentation.
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1. La zener est inutile si Rz = MTP B8 NI18 ousimilaire .
2. Régler Ry pour un minimum de retacd de manipulation .

Cette tension se maintient a une
valeur élevée pendant une partie
du cycle de conduction, elle per-
met au FET de délivrer une partie
de la puissance avec moins de
pertes donc avec un plus grand
rendement.

Le réseau d’adaptation d‘'impé-
dance de sortie est calculé 3 par-

tir de I'impédance de drain Ro de
Q2 dont la valeur est double de
celle indiquée en continu, 2 cause
du cycle de 50 %.

Ro = Vcc?/2 Po = 24%/{2 x 45)
6,4 Q.
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